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ГЛАВА 1. ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД

1.1. Образование электронно-дырочного (р-п) перехода
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1.2.1. Резкий несимметричный переход

1.2. P-n-переход в состоянии теплового равновесия
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1.2.2. Плавный переход
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1.4. P-n-переход при нарушении равновесия
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1.5. Граничная концентрация неосновных носителей в базе
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1.6.1. Случай "длинной" базы
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1.7. Аналитические выражения для ВАХ р-п-переходов

1.7.1. Общее выражение
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1.7.3. P-n-переход с тонкой базой
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1.9. Диффузионная емкость
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1.10. Высокий уровень инжекции
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1.11.1. Лавинный пробой

1.11. Пробой р-п-перехода (диода)

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



1.11.2. Туннельный пробой
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1.12. Переходные процессы в р-п-переходе
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1.13. Зависимость параметров и характеристик р-п-перехода от температуры
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2. КОНТАКТЫ МЕТАЛЛ -  ПОЛУПРОВОДНИК

2.1. Барьер Шоттки
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2.2. Диод Шоттки
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2.3. Невыпрямляющий (омический) контакт
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З.БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

3.1. Общие сведения
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3.2. Принцип работы и коэффициент передачи тока одномерной 

идеализированной модели биполярного транзистора (БТ)
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3.3. Модель Эберса-Молла
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3.4. Распределение потоков носителей в реальной одномерной модели БТБи
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3.5.1. Отклонения по току

3.5. Отклонения от модели Эберса-Молла в реальном транзисторе

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



3.5.2. Отклонение по напряжению
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3.6. Статические ВАХ биполярного транзистора
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3.6.1. Схема с ОБ
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3.6.2. Схема с ОЭ
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3.7. Зарядовая модель биполярного транзистора
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3.8. Импульсные свойства БТ

3.8.1. Переходные процессы при работе в режиме малого сигнала
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3.8.2. Импульсные свойства БТ при малом сигнале
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3.8.3. Импульсный режим работы БТ при большом сигнале
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3.9. Физические эквивалентные схемы для малого сигнала
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3.10. Характеристические частоты транзистора
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3.11. Пробой транзистора
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3.12. Тип структур биполярных СВЧ-транзисторов

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



Контрольные вопросы

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



4. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

4.1. Обшие сведения
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4.2. Канальные транзисторы (КТ)

4.2.1. Простая теория МеП-транзистораБи
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4.2.2. Частотные характеристики МеП-транзистора
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4.3. МОП-транзисторы

4.3.1. Идеальная МДП-структура
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4.3.2. Реальная МДП-структура
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4.3.3. Величина порогового напряжения и пути ее регулирования
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4.3.4. Статические ВАХ МОП-транзистора с индуцированным каналом 

(работающего в режиме обогащения)
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4.3.5. Параметры МОП-транзистора

4.3.5.1. Подвижность носителей в проводящем слое
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4.3.5.2. Статические параметры
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4.3.5.3. Дифференциальные параметры
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4.3.6. Физическая эквивалентная схема и частотные свойства МОП-транзистора
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4.3.7. Эффекты, связанные с малыми размерами транзистора
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4.3.8. Пробой МОП-транзистора
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4.4. Приборы с зарядовой связью (ПЗС)
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